
集積回路トランジスタ

トランジスタを１０００万個組み込むための橋渡し役
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ＭＯＳトランジスタのモデル : HiSIM

HiSIM: Hiroshima 
University STARC IGFET

表面ポテンシャルモデル（HiSIM）が優れている点

（１）計算時間が短い
（２）表面ポテンシャル（モデルの核）が正確
（３）モデルパラメタのスケーリングが可能
（４）技術の変化に対応
（５）ノイズ特性の予測が可能
（６）ＲＦ回路シミュレーションが容易
（７）Multi-Gate MOSFETへの拡張が容易



HiSIMがPSPより優れた点

HiSIMは２Dデバイスシミュレーション結果と同じ

HiSIM 2Dデバイスシミュレーション PSP
（２）表面ポテンシャル（モデルの核）が正確



HiSIMがPSPより優位な点

（４）デバイス技術の微細化に対応した予測が可能

ポケットのテール有ポケットのテール無



次世代ＭＯＳモデル国際標準化活動

Surface-
Potential
(analytical)

Vth-Based

Charge-
Based

Models Year 9896 02 0400

BSIM (UC Berkeley)

EKV (Swiss IT)

SP2000 (Penn Stat + SRC)

Model 1１(Philips)

技術的な差が明らか

HiSIM
MMM (Siemens)

Philips
Freescale
ST Micron
ADI
Agilent

SRC
Intel
TI
IBM

+

STRAC
Toshiba
NEC
Silvaco

PSP

CMC Meeting
(13./14. Oct.)

Web掲載

06

Surface-
Potential
(exact)

14
:1

7


	ＣＯＥ成果PR2 11.pdf
	ＣＯＥ成果PR2 12.pdf
	ＣＯＥ成果PR2 13.pdf
	ＣＯＥ成果PR2 14.pdf

